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Verwendung: Silizium-npn-Planaor-Epitaxie-
Trﬁmsistor fiir Breitband-, NF- und HF-Ver-
starker sowie mittelschnelle Schaltstufen

Abmessungen: Bauform B 3/25 ~ 3a,

TGL 11811

Kollektor am Gehduse
Masse = 1 g

Zuldssige Hochstwerte bis Pjmax

Ucso = 66 V Piot = 600 mW

Ucer = 66 V bei g = 25 oC

beiRBe= 10 Q Ptot = 25 W

Ic = 500 mA hei #¢ = 25 oC

{1 = 250 mA 7] = +175¢C d

Ha min = -40 oC s = -_f:;{?aﬁ Wérmewiderstand Rtpja << 250 r?%w

ard

Kennwerte fiir #a = 25°C =5 grd Ripje < 60 "i.:j' )

‘ Min. ‘ Typ Max. MeBbedingungen Todmig-
i gruppen

Reststrome

IcBo | 100 nA | Uce = 66 V

leBO 1 wuA |UeB = 5V

Kollektor-Emitter-Spannung

UceRr 66 V lc = 1 mA, Reg = 10 Q

Sdttigungsspannung

UcCEsat f 1V Ic = 50 mA, Ia = 5 mA

Ubergangsfrequenz

fr 60 MHz " Uce = 10 V '

i e =10mA.f=15MHz!

Gleichstromverstdrkung

B 18 35 A
. 28 N ! B
Z 56 - 140 C
i 112 280 D
L 224 | 560 E
| 40 | . 1120 F

* Nicht fliir Neuentwicklungen
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